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Проведено численное исследование вариаций форм фронта кристаллизации галлий-гадолиниевого граната на стадии разращивания кристалла. При моделировании в расплаве учитывалась сила плавучести, вызванная перепадом температур, и вынужденная конвекция из-за вращения кристалла. При расчете радиационно-кондуктивного теплообмена корректным образом учитывается перенос тепла излучением в кристалле, а также  рассматривается различный характер отражения излучения от поверхности кристалла. Показано, что зеркальное отражение на поверхности кристалла приводит к более сильному прогибу фронта кристаллизации и задерживает развитие вынужденной конвекции в расплаве. Однако инверсия фронта происходит при одном и том же радиусе кристалла и в случае зеркальной, и в случае диффузной поверхности кристалла. 

